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CRESCIMENTO DE FILMES ULTRA-FINOS DE CDTE RECOBERTOS "IN SITU" POR BAF2 

Ribeiro, Igor R. Bueno (Bolsista); Ferreira, Sukarno Olavo (Orientador) 

O Telureto de Cádmio é um semicondutor de “gap” direto muito estudado para a utilização em aplicações de optoleletrônica, fabricação de células solares e detetores de raios-x e gama. Quando crescido sobre substratos de BaF2 e Si(111) é possível a obtenção de pontos quânticos com diâmetros entre 5 e 20 nm. Entretanto, devido à grande relação entre a área superficial e o volume estes pontos quânticos precisam ser recobertos com um material passivador da superfície a fim de melhorar suas propriedades óticas. Neste trabalho descrevemos o crescimento de filmes ultrafinos de CdTe sobre substratos de BaF2 e Si(111) pela técnica de epitaxia de paredes quentes e recobertos “in situ” por um filme de BaF2. Descrevemos as modificações que foram feitas no sistema de crescimento a fim de permitir a evaporação do filme de BaF2 imediatamente após o crescimento do CdTe, sem a necessidade de abrir o sistema e expor a superfície ao ambiente. Este procedimento deve evitar a oxidação da superfície do CdTe, reduzindo os defeitos e aumentando a eficiência quântica. Foram crescidas camadas com diferentes espessuras e temperaturas de substrato que serão caracterizadas por difração de raios-x e medidas de transmissão ótica no visível e no infravermelho. (FAPEMIG) 

